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Real metal-yarimkeciricilorin hazirlanmasi ii¢iin kontakt material kimi
praktiki olaraq giinis istifade olunan monokristal silisium l6vhalorinden isti-
fads edilir. Silisium l6vhalorinin planar sathi, ilk texnoloji morhals olan kimyavi
islonma omsliyyatina baslamazdan ovval kegirici zond atom qilivve mikro-
skopun vasitasi ilo tadqiq edilmisdir. Bels sothlorin miixtslif yerlorinds poten-
sialin doyismosi 0,2 V godor doyisir. Soth boyunca axan corayanin paylanma-
sindan moalum olur ki, carayan 16vha sathinin har yerindan deyil, yalniz sathda
nizamsiz paylanmis lokal hissslorden axir. Bu ise onu gostorir ki, silisium
16vhasinin sothi burada mévcud olan miixtalif qalinliqli ve handasi formal tabii
Si0; oksid toboagasi ilo nizamsiz qaydada geyri-barabor ortiilmiisdiir [1].
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Sok. 1.

Ikigat kimyavi tomizlondikdon sonra da Si l6vhesinin planar sothinin
miixtalif hissasindo potensiallar doyismosinin maksimum qiymeoti toqribi 0.1 V
tortibinds olur. Niimunslorin hazirlanmasinda istifads edilon Si 16vhasinin pla-
nar qalinlig1 0.2-0.3 mkm olan nikel nazik tabogesi vakuumda termik buxar-
landirma tsulu ilo ¢o6kdiiriilmisdiir. Bu tobogonin sothi KZ-AQM vasitosilo
toadqiq edilmisdir [2]. Nikel nazik tobaqgasinin nonahissaciklarinin 6l¢iilerin ox
boyunca paylanmasi sokildo gostorilmisdir.

N-tip Si lizorindo yerloson nikel nazik tobaqosi, nanozarraciklordon ibarat
olan polikristal qurulusa malikdir. Althgin sathi boyunca nazik tobagenin na-
nohissaciklori hondassi dl¢tilori vo kristallografik orientasiyalarina gore xaotik
paylanmisdir. Nikel nazik tebagoesinin sathi boyunca potensial paylanmasinin
¢ Olguli AQM tesvirinden goruniir ki, ssth boyunca potensialin lokal dayis-
mosi genis intervalda toqribon 1V hiidudunda olur. Silisium 16vhasinin planar
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sothine qalinlig1 0.2 mkm olan qizil (Au) nazik tobogasi termiki buxarlandirma
tsulu ilo ¢okdurilmiisdiir. Si 16vhe tizerine ¢okdiirilmis Au nazik tebaqgasi
Olgtilori 100-200 nm olan nanozorraciklordon ibarat polikristal qurulusa
malikdir. Seth boyunca bu nanozarraciklar 6lgtilerine gérs xaotik paylanmisdir
[3]. Burada nanohissaciklorin ohats etdiyi sahonin potensiallar forqine gore
paylanmasi maksimum 10 V-a uygun golir. Seth boyunca potensialin lokal
doyismasi toqribon 0.6 V-a ¢atir. Si 16vhoe lizorinds nazik giimiis (Ag) metal
tobago digor metal tobagolor kimi AQM vasitasilo dyronilmisdir. Silisium
16vhasinin planar sathina qalinligi 0.2 mkm olan giimis nazik toboaqosi termiki
buxarlandirma tsulu ilo ¢okdiriilmiisdiir. Bu tebagonin sothi KZ-AQM
vasitesile todqiq edilmisdir. Sethin 5x5 mkm?2 saholi topoqrafik tesvirinden
gorinir ki, n-tip silisium tzerinds yerlason Ag nazik tabaqasi, 6l¢iileri 100-200
nm olan nanohissaciklordan ibarat polikristal qurulusa malikdir vo hamin soth
boyunca geyri-barabsr paylanmisdir.
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